
　各位

　　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
　尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

2001年11月26日開示日：

NUBIC知的財産情報開示

半導体素子のゲート絶縁薄膜製造方法表　　　題

電気・電子 情報・通信 化学・薬品技術分野

半導体素子の高誘電体薄膜適応製品

　高集積素子における高誘電率で絶縁性の高いゲート膜の提供目　　　的

　シリコン基板上にトランジスタのゲート絶縁膜としてゾルゲル法で高誘電率の酸化ハフニウム
等の超薄膜を作製し，素子のさらなる高集積化を可能とするものである。従来の絶縁薄膜の成
膜方法に比し，製造工程を簡略化できるほか，絶縁膜特性も従来の物に比べて比肩しうる特
性を有するデータが得られた。
　高集積化した半導体素子，例えばDRAMにおけるゲート絶縁層，さらに高集積素子における
配線や電極等における層間絶縁膜としての応用も期待できる。
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